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CAPACITATS PREVIES

Coneixements basics de teoria de semiconductors: diagrama de bandes, semiconductors intrinsecs i extrinsecs, concentracions de
portadors, electrostatica de la juncié P/N i caracteristica tensié-corrent de la juncié P/N.

COMPETENCIES DE LA TITULACIO A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Especifiques:

1. Capacitat d'utilitzar dispositius semiconductors tenint en compte les seves caracteristiques fisiques i les seves limitacions.

2. Capacitat d'analitzar i avaluar el funcionament a nivell fisic dels principals dispositius i sensors, de les relacions entre magnituds en
els seus terminals i dels seus circuits equivalents.

3. Capacitat de relacionar un dispositiu electronic amb la seva categoria de fabricacié i d'entendre el procés de disseny del mateix.

Transversals:

4, TREBALL EN EQUIP: Ser capac de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direccid, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

5. US SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIO: Gestionar I'adquisicid, I'estructuracid, I'analisi i la visualitzacié de dades i informacié
de I'ambit d'especialitat, i valorar de forma critica els resultats d'aquesta gesti6.

6. TERCERA LLENGUA: Coneixer una tercera llengua, preferentment I'anglés, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonancia amb
les necessitats que tindran els titulats i titulades.

METODOLOGIES DOCENTS

- Sessions de teoria

- Sessions de laboratori

- Treball en grup

- Treball individual

- Exercicis

- Presentacions orals

- Otras actividades: visita a laboratorios
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Objectius d'aprenentatge de I'assignatura:

L’objectiu d’aquest curs és la comprensid de les bases fisiques i tecnologiques dels dispositius electronics per tal d’utilitzar solucions
innovadores als problemes de disseny electronic. Es posa émfasi en els transistors d’efecte de camp MOS i els seus comportaments

(Fin FET, TFT, etc.), dispositius d'alimentacid, dispositius Nano i sensors.
Resultats d'aprenentatge de I'assignatura:
- Capacitat per utilitzar eines de modelatge de dispositius semiconductors.

- Capacitat per definir processos basics de fabricacid.
- Capacitat per decidir entre alternatives tecnologiques.

HORES TOTALS DE DEDICACIO DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge
Hores aprenentatge autonom 86,0 68.80
Hores grup gran 39,0 31.20

Dedicaci6 total: 125 h

CONTINGUTS

(CAT) 1. Field effect transistors and advanced devices

Dedicacié: 29h

Grup gran/Teoria: 9h
Activitats dirigides: 6h
Aprenentatge autonom: 14h

(CAT) 2. Power devices

Dedicacié: 33h 30m

Grup gran/Teoria: 10h 30m
Activitats dirigides: 7h
Aprenentatge autonom: 16h

(CAT) 3. Fabrication technology

Descripcio:

- Materials semiconductors
- Tecniques de dopat

- Creixement de capes

- Litografia

- Epitaxia

- Integracié de processos

Dedicacié: 6h 20m

Grup gran/Teoria: 2h
Activitats dirigides: 1h 20m
Aprenentatge autonom: 3h
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(CAT) 4. Sensors

Dedicacié: 29h

Grup gran/Teoria: 9h
Activitats dirigides: 6h
Aprenentatge autonom: 14h

(CAT) 5. Advanced Materials

Dedicacié: 14h 30m

Grup gran/Teoria: 4h 30m
Activitats dirigides: 3h
Aprenentatge autonom: 7h

(CAST) 6. LED's i lasers

Descripcio:

- Heterojuncions
- LED's

- Lasers

Dedicacié: 12h 40m
Grup gran/Teoria: 4h
Activitats dirigides: 2h 40m
Aprenentatge autonom: 6h

SISTEMA DE QUALIFICACIO

Examen final: 45 %
Examen parcial: 45 %
Treballs individuals: 10%
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